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3研究背景

発振器には低位相雑音、低消費電力が要求される
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Class-C型 VCO  低位相雑音
 低消費電力
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4Class-C型CMOS VCO の動作
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5研究目的
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自動で最適なバイアス
制御が必要

発振開始時に振幅が小さいため、
トランジスタがON状態にならない

発振が開始できない



6提案回路
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𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐧 < 𝑽𝐜𝐦 − 𝟐𝑨𝐭 + 𝑽𝐭𝐡𝐧

𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐩 > 𝑽𝐜𝐦 + 𝟐𝑨𝐭 − 𝑽𝐭𝐡𝐩

振幅𝑨𝐭が最大

𝑽𝐜𝐦 =
𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐧 + 𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐩 − 𝑽𝐭𝐡𝐧 + |𝑽𝐭𝐡𝐩|

𝟐

すべてのトランジスタが
飽和領域で動作する条件

最適なバイアス条件



7提案回路
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𝑽𝐜𝐦 =
𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐧 + 𝑽𝐛𝐢𝐚𝐬𝐩 − 𝑽𝐭𝐡𝐧 + |𝑽𝐭𝐡𝐩|
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最適なバイアス条件



8シミュレーション結果
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 Start-up問題を解決
 最適なバイアス実現



9位相雑音比較
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従来回路との位相雑音比較

-2.85dBc/Hz



10まとめ

Class-C型 CMOS VCOにおいて比較器を用いて
適切なゲートバイアス制御を実現する回路を検討した。

提案回路構成では発振開始前にゲートバイアスを高く
するように制御することでスタートアップ問題を解決した。
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ご清聴ありがとうございました。

2015/9/11


